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Modelos de Diodo
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Equacao da juncao ou caracteristica /
versus V
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Modelos de diodo
Analise rapida (por inspecao)

A analise rapida usa modelos simplistas para o diodo

Existe uma hierarquia de modelos de diodos,
sendo a escolha do modelo apropriado ditada
pela aplicagdo.
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Modelos de diodo

* Modelo exponencial
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Modelos de diodo

* Modelo exponencial
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Modelos de diodo
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Modelos de diodo

* Modelo exponencial

— Exercicio: Dados V,=5V; R=1000Q); I;=10"14A,
encontre Ve I,

I
R D
+
Voo —T_ Vo
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Forward Bias Reverse Bias
D1 Vanode > Vcathode anode < Vcathode
/ \
Anode Cathode / (/
Simbolo Circuito Equivalente
Hinge Forward Bias Reverse Bias
; Valve %
Stopper

. . Analogia hidraulica )
Obs: vélido somente quando ha passagem de corrente (direta ou reversa) no diodo real.

Quando ndo ocorre passagem de corrente, substituir o diodo por uma resisténcia altissima.
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Caracteristica / versus V de um diodo 1deal
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Caracteristica entrada/saida
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Diodo como retificador
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Diodo como retificador
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Calculo do valor médio da onda retificada
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Circuito diodo-resistor série

Ia I + {«

D1 \ = R1 \ R1 = R1
R4 D v
Polarizacdo direta Polarizacdo reversa

Caracteristica / versus V' Circuito equi"alente
para polarizacdo direta
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Exercicio

* Determine Vout e a relacao entrada-saida
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Circuito diodo-bateria (limitador)

I
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Exercicio

* Determine Vout e a relacao entrada-saida

PARA NOTA
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Modelos de diodo

* Modelo com queda de tensao constante
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Modelos de diodo

* Modelo de segmentos lineares (fonte resisténcia)
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Afinal, qual modelo utilizar \,7

A questdo sobre a escolha do modelo numa
aplicagdo particular é algo que o projetista
enfrenta repetidamente, ndo somente com
diodos mas com qualquer elemento de
circuito. O problema estda em encontrar um
compromisso adequado entre exatiddo e
complexidade. A capacidade de escolher o
modelo apropriado para um dispositivo
aumenta com a pratica.e.com a experiencia.
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Modelo do diodo para pequenas variagdes
proximas do ponto de polarizagao Q.

ip

U, =Vyo +ipr
=V, +U,+i,)r,
=V, +1,r,)+i,r,

=V, +i,r,

Vi € determinado pelo ponto de polairizatao e pela resisténcia incremental

Formas de analise
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Circuito com valores cc e de sinal ~ Substitui¢do do diodo pelo modelo
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Regulador de tensao a diodo

LERE Determine V, com e sem carga
15=2,6 1071A
R=1kQ Vi=25mV

_ Vo
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Modelo do Diodo em Altas Frequéncias
para Pequenos Sinais *

Ponto de polarizagdo: Ip. V'

v, =V /1,
O !
! C, = V;)I,,paraV, >0
ry :: C:". Cd e m
& C, = Cjo'[ ——Dj para ¥V, <0
0

C,=2C,,para V, >0
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Fontes de figuras da aula

Aula do prof. Fabiano Fruett

Introducdo a fisica dos semicondutores (H.A.
Mello)

Fundamentos da microeletrénica (Razavi)

Microeletronica (Sedra)

Prof. Pedro Xavier

Sugestdao de estudo

« Razavi, Cap. 3 até secdo 3.4
» Sedra/Smith Cap. 3 até secdo 3.4

— Exercicios e problemas correspondentes

Prof. Pedro Xavier
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